Examen TP Electronique E1

1. On considère le montage suivant :

[image: image1.png]R3

+10V

C1——>

-

0—&8

b TiIP3icC
a

GND




R1 = 100 Ω

R3 = 470 kΩ

R4 = 2,2 kΩ

C1 = 100 µF

Etude théorique

· Déterminer par calcul la polarisation du transistor (valeurs des courants de base et de collecteur et tension entre le collecteur et l’émetteur) en prenant β=150.

· Déterminer le schéma en petits signaux du montage en supposant que C1 est un court-circuit aux fréquences considérées.

· Déterminer le gain en tension théorique entre les points S et E.

Mesures

· Mesurer le gain en zone linéaire (sans déformations en sortie).

· Mesurer l’impédance d’entrée en E en expliquant votre montage.

· Déterminer l’amplitude maximale du signal d’entrée à partir de laquelle une déformation apparaît en sortie et indiquer l’amplitude correspondante du signal de sortie.

2. On considère le montage suivant :
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R1 = 2,2 kΩ

C1 = 100 µF

Mesures

· Appliquer un signal carré de faible fréquence au point A et observer simultanément la tension au point B et la tension aux bornes de C1. Mesurer le temps de montée dans la partie exponentielle.

· Appliquer un signal sinusoïdal au point A. Mesurer le gain et le déphasage entre les tensions aux points A et B pour deux fréquences : 10Hz et 1kHz.

